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KAREL VACEK

BAREVNA CENTRA \ ALKALICKYCH A STRIBRNYCH
*  HALOGENIDECH

I
1. Fotochemické pochody v alkalickjch a stéfbrnjch halogenidech.

Fotochemické reakce v pevnych litkich jsou ném jiz vétlinou znimy. I kdy% jejich
vznik a existence jsou zcela uréeny tfemi znémymi zdkony (neuvaZujeme-li sekundirni
reakce) — Grothusovym-Draperovym, Bunsenovjm—Ro:sceovym a Einsteinovym [1], pfesto
otevienou otézkou zistiva jeit stile jejich vyklad. Stejné je tomu tak u alkalickych
a stiibrnych halogenidd. Trvalym zikladem v tomto oboru zistaly price Pohloy [2]
a jeho $koly. V soutasné dob& pracuje v tomto oboru fada zahrani¢nich pracovniki
a celych $kol, a proto dfive, neZ pfistoupime k diskusi n&kterfch experimentilnich
praci zminénych pracovniki, shrneme zde ﬁvodem n&které obecné platné a zn,ﬁmé '
véai [3).

Je znimo, %e jen takové zifeni miZe fotochemicky pisobit, které je absorbovino
pevnou litkou. Absorpce svitelné cnergxc vede k uvolnéni elektroni a jejich eventusl-
nimu uchycenl na poruchich, a v ptipad¥; Ze jde o absorpci v zikladni mfi¥ce, tykd
* se to i dér. Tyto elektrony nevystupuiji pii fotochemickych procéech v plynech a kapa-
linich a jsou specifickou vlastnostf fotochemxckych pochodi v pevnych litkdch. Obecné
tedy hovoiime o fotochemickém procesu jen tehdy, kdy% tyte elektrony a diry jsou
-zachyceny jinymi mifzkovymi vazbami (poruchami) a nerekombinujf mezi sebou. Tyto
poruchy se mohou vytvéfet jen na urlitfch mistech mfiZe, kterd existovala jiz pfedem,
nebo kters vznikla béhem osvétleni. ané,mi, vyloiené opncky proces, je.tudiZ podminén
elektrony. V nékterych piipadech je zakonden iontovym pochodem. Zévérem Ize tedy
¥ici, Ze vznik fotochemické citlivosti je spojen s pfitomnosti yrditych poruch idedlni
krystalové miiZe. Hlavni téikosti viech fotochemlckich experimentilnich praci )e iden-
tifikace téchto poruch.

Vyzkum latentniho obrazu ve stdbmych halogemdech Sel aZ do posledni doby sou-
béint s vyzkumem latentnfho obrazu v alkalickych halogenidech a &asto, hlavné v pod4-
tetnim obdobi; byl vyzkum latentniho obrazu v alkalickych halogenidech zékladem,
z n&ho? se vychézelo a jestd mnohdy i vychézi pfi studiu absopénich spekter st¥ibrnych
halogenidii. Proto myslime, Ze je zde tfeba ve zkratce nartnout soucasny stav vyzkumu
absorpénich spekter alkalickych halogenidi. V3echny druhy ‘ionisujiciho zéfeni vyvo-
lévaji v krystalech alkalickych halogenidii optické abserpénf pésy na dlouhovinné stran&
hrany zékladni absorpce. Obsihly pfehled tvorby a vlastnosti t&chto pasi pfi zmé&né
teploty a optické excitace podal Seirz [4,5]. Jeho vysvétleni vzniku raznych optickych
absorp&nich pasti, vyvolivanych zahf§tim v atmosféfe par alkalického kovu, ionisaénim
zéfenim (paprsky X, elektrony, neutrony), elektrolysou a jinymi methodami v alkalickych
halogenidech bylo zaloZeno na pfedpokladu agrégace vakanc{ (positivnich a negativnich),
které jsou ptitomny v halogenidovych krystalech Nekteré z nich se nachizeji v krystalu
z potitku jako miiZkové poruchy a dalsf vakance vznikaji podle Seitze b&hem ozéfeni
»svypafenim* do krystalé z ,,pfeskokii* (jogs) na dislokacich. Energie, potfebns k uvol-
néni vakanci z pfeskoki ziskd se podle autora interakei excitoni s dislokacemi. V zab. 1.
jsou shrnuty nékteré typy téchto center [2, 5, 6, 7].
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Tabulka 1.

Nézev

centra & pésu UvaZovany pﬁvodj
F Piebytedny elektron v blizkosti aniontové vakance
F’ 2 elektrony v blizkosti aniontové vakance .

F,(R,) Par vdzanych F center
. FF(Ry) Piebytetny elektron v blizkosti dvou amontovych vakanci
M F centrum spojené s parem vakanci (aniontovou a kationtovou)

N Prebyte¢ny elektron v blizkosti pdru vakanci (kationtové a amontové)

« Excitovany elektron aniontu v sousedstvi aniontové vakance .

B Excitovany elektron amiontu v sousedstvi F centra

V) Elektronova dira v blizkosti kationtové vakence

Vs Elektronovd dira v blizkosti 2 kationtovych vakanci

V, 2 elektronové diry v blizkosti 2 kationtovych vakanci -

V. Elektronovéd dira v blizkosti kationtové vakance spo;ené s parem vakanci
(kationtové a aniontové)

H Elektronova dira v blizkosti paru vakanci (kationtové_a amontové)

U Pfidany H— (vodikovy ion) v’ negativii vakanci (aniontové)

Z centra Vézané elektrony na vicemocnych neéxstotﬁch

Absorpce zéreni v prvém ultrafiglovém pésu alkalickych halogenidid vede jen k pfechodu
elektront z valenéni slupky do vzbuzeného stavu. Méfeni provedenid Martienssenem
ukézala [6], 7e béhem ozafovini alkalickych halogenidii roentgenovym zifenim vytvafeji
se zprvu pésy « a teprve potom barevni centra. P¥i vyhodnocovini absorpénich kfivek
zjistil Pick [7], Ze plochy pod V a F pésy jsou stejné, to znamens, Ze i pocet V" center
v prvém pfibliZeni se musi rovnat poétu F center. Tésni souvislost mezi absorpnimi
kfivkami obou center se zv143t€ jasné projevila i tim, Ze zAvislost ¥may * d® = konst, kde
Ymax j¢ frekvence v maximu pasu, d mﬂikové konstanta, pomémé dobfe souhlasi jak
pro V centra, tak i pro F centra.

S jiného stanoviska vySel Varley [8], ktery na rozdil od Seitze predpoklédé Ze preve-
denf jonth z uzld mfiZky do intersticiilni polohy miZe nastat i pfi dopadnuti ionisujiciho
zéfeni na ion mfiZzky. Domniv4 se, Ze pfi bombardovéan{ iontového krystalu urychlenymi
nabitymi ¢isticemi nastivd nékolikandsobni ionisace iontd v krystalu. Ndsobné ionisace
prob&hne hlavné u aniontu a zaneché tento iont positivné nabity v mfiZkovém uzlu,
kde se normilné z divodu stability mfiZky nachézel se zépornym nibojem.. Interakei
s coulombovskym polem, vyvelanym v tomto mist€ vSemi ostatnimi sousednimi ionty
a s tepelnymi kmity mfiZky, je n€kolikanisobné ionisovany anion bud vypuzen z nor-
mélni mfiZkové polohy, nebo siém pfed zp&tnou rekombinaci s odtrZenymi elektrony
vypudi positivné nabité ionty kovu do intersticidlni polohy. Z tohoto pfedpokladu
vzniku vakanci krystalu odvozuje autor i své modely center. N&které z nich uviddime
v tab. 2:

Tabulka 2.
Nézev centra UvaZovany pavod
F Zachyceny elektron u atomu alkalického kovu v aniontové vakanci
K Atom alkalického kovu v aniontové vakanci
vV, Intersticidlni halogenovy atom
V, Elektronova dira u halogenového atomu, nachézeuciho se v kationtové
" vakanci
Vs Halogenovy atom, nachézejici se v kationtové vakanci
V. Intersticidlni kovovy ion ’
H Elektronovd dira v sousedstvi intersticidlniho halogenového atomu
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%P, R, MaN centra stejna jako u Seitze. '
_ Seuhrnné lze fici, Ze vétSina uvedenych modclovj'ch piedstav center m4 dosti spe-
kulativni charakter a nenf doposud jednoznatné.experimentilng podloZena. Jejich vy-
jmenovénim jsme cht€li poukdzat na rozsahlost a skuteZnou sloZitost absorp&nich spekter
alkalickych halogenidii 4 tim i na moZnost aplikace. téchto nézor na absorpéni spektra
stifbrnych halogenidii.. A¢koli historicky vyvoj. studia optickych vlastnosti krystal st¥{-
brnych halogenidi $el ji% dfive uvedenou cestou symbiosy s vyzkumem optickych vlast-
nosti alkalickych halogenidi, je tfeba zivérem této kapitoly poukizat na to, Ze v podstaté
. tento zplsob mi své hranice a je tfeba vidy velmi kriticky aplikovat experimentilni

- vysledky a z nich odvozené nézory na problematiku st¥ibrnych' halogenidii. Potvrdi
to pohled na vazbové sily infizky u obou druhii krystah‘l Zatim oo alkalické halogenidy
majf &sté coulombickou mifZkovou vazbu, projevuje se u stifbrnych halogenidii, podobng
jako u halogenidii médi, pfechod od heteropolérni vazby k vazb& homeopolarni. Viastni
absorpce siln heteropoldrnich krystali le{ daleko v kritkovinné oblasti, vétSinou v Schu-
mannov¢ oboru, mé vyraznou strukturu absorpce, satéva)ici z pési, které jsou hlavné
v oboru nizkych teplot. velmi tizké. Hrana vlastn{ absorpce je velmi piikré a posunu)e
se velmi s teplotou. Naproti tomu vlastn{ absorpce u homeopolirnich krystald lezi pte-
v4¥ng, na rozdil od heteropolérnich krystall, u delich vinovych délek, nem4 vyraznou
strukturu, hrana absorpce probihé velmi pozvolna a teplotni zivislost absorpce je bez-
vyznamni. Z4klad tohoto-rozdilu spo&ivd hlavné v tom, Ze dalekosahajici coulombovské
sily heteropolirni vazby vyvijeji siln&j3{ vliv na pravidelnou mfiZkovou strukturu, neZ
na malou vzdilenost plsobici viménné sfly u heteropolirni vazby. To znamens, Ze
homeopoldrni vazbou vytvofeny krystal umoZfiuje v&tdi pohyblivost poruchim, neZ
heteropolarni vazbou tvofené krystaly. Tim pohyblivost elektrond a dér je pfi homeo-
polirni vazb& o n&kolik desetin procenta véti, neZ u &ist¢ heteropoldrni vazby. Shrne-
me-li uvedené [3, 6], miZeme fici, Ze¢ pro vznik fotochemické citlivosti v alkalickych
a stfibrnych halogenidech jsou urlujici tyto faktory:

a). pro opticky uvolnéné elektrony a diry musf vzniknout & byt do mifZky vestavény
urditd ,,lapadi®.

b) Témito lapadi jsou miiZkové poruchy v nejdiriim slova smyslu.

c) Vné&j3{ vliv na tyto poruchy je u krystald s homeopolﬁmi vazbou vétif nez u &isté
heteropolarnich krystalii.

2. Fysikdlni zdklady vzniku latentniho obrazu

Vysledky studia fysikilnich a chémickych vlastnosti iontovych krystald, jejich? za&itek
miZeme poloZit do roku 1920, nedajf se jinak interpretovat, jak jiZ bylo feteno, neZ po- -
moci miizkovych poruch. Jsou to pravé tyto poruchy,které podmifiujf vétiinu nejdile-
Zitjlich vlastnosti krystali:-elektrolytické a fotolytické vlastnosti isoltord, elektronovou

vodivost polovodi&i i kovi a soli s velmi k0mpaktn.{ mii¥kou. Tyto poruchy lze rozdélit
do 7 hlavnich skupin [9]:

(1) fonony, .
- (2) elektrony a diry, BN . )

(3) excitony, : ' - -

(4) vakantn{ uzly a mterstxcuilni lcmty, :

(5) ciz atomy & ionty v uzlovych bodech a v mtcrstmlﬂnich potohieh

(6) dislokace,

(7) poruchy, podminéné existenci povrchu pevné lﬁtky
~ Dv& nebo yice poruch, patficich do téZe skupiny nebo skupm riznych se mohou spojit
a vytvofit novou poruchu. Toto vzijemné prolin"mi poruch je prﬁvé uk dnleitté jako
jejich mdlwduﬂnj chovéni:
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Hlub3i prostudovini viech sedmi skupin poruch musi vést’k nizoru, Ze viechny
jmenované poruchy se nepodileji stejnou mérou na vzniku barevn;’rch center ve stfi-
brnych a alkalickych halogenidech. Zatim co pro podstatu a vznik center jsou rozhodujici
predev§im poruchy skupin (4), (5), (6), (7), uplatiiuji se poruchy skupin (1), (2) a (3) -
teprve az po pfedchozi absorpcx zéfeni

Podrobny rozbor a popis citovanych poruch je obsaZen v celé fade praci zahrani¢nich
a domacich, na pf. [6],[10], [11], [12], a nemé&lo by smyslu se jimi- podrobngji zabyvat.
ProtoZe obsah tohoto referdtu je zaméfen hlavné k podstaté a vzniku latentniho obrazu,
respektive barevnych center v krystalech alkalickych a stffbrnych halogenidd, bude tfeba
se kratce zastavit nyni u téch fysikalnich projevii poruch skupin (4), (5), (6), (7), kterymi -
ovliviiuji jejich vznik. Od uvefejnéni Gurneyovy-Mottovy theorie je vcelku znimé,
Ze ,,mateCnou litkou“, z niZ se vytvéfi latentni obraz, jsou poruchy (4), v.pfipad¢ alka-
lickych halogenida t. zv. poruchy typu Schottky (aniontové a kationtové vakance),
v pfipad¢ stiibrnych halogenidd t. zv. poruchy typu Frenkela (intersticidlni ionty
stfibra a po nich uvolnéné uzlové body). To také potvrdila méfeni a vypoéty mnoha
autort [13], [14], [15], [16], [17]. Souhrnné lze fici, Ze :

1. poruchy tohoto typu mohou fungovat jako zérodky latentniho obrazu,

2. vznik zirodku z téchto poruch bude silng zivisly na teploté,

3. po absorpci svételné energie probih4 riist center prostfednictvim téchto poruch.

O poruchéch pété skupiny je jiz ddvno znimo, Ze maji dileZitou ulohu pfi vzniku
barevnych center. Rozhodujicimi faktory, které predurcuji vliv nelistoty v krystalové °
mfiZi, jsou

1. objem atomi & 1onm nedistoty, ktery omezuje moZnost atomi negistoty zabudovat
se do intersticidlni ¢i mifzkové polohy krystald a zéroved vyvoldvé uvniti miiZky mistn{
jeif deformaci,

- 2. n4toj iontd nedistoty, ktery- podstatné ovliviiuje pfi nestejné valenci se stavebnimi
_ionty miiZky minoZstvi kationtovych a aniontovych vakanci.

Pokud jde o $estou skupinu poruch, vyvolanych plastickou deformaci krystalii, nebylo
do nedévna pro pfimou existenci téchto poruch v krystalech alkalickych a stffbrnych
halogenidd pfimych experimentilnich dokladd, a proto_jejich vyznam pro tvorbu
barevnych center se zd4l siln€ spekulativni. V posledni dobé se viak objevila fada praci,
kter¢ jejich skutenou existenci v krystalech zminénych halogemdu potvrdily [18], [19],
(20}, (21, [22], {23] Shrneme-li hlavni ]C)lch projevy, jimiZ ovliviiuji vznik barevnych

" center, miZeme fici, Ze -
- 1. kolem dislokaénich linii nastdv4 agregace ostatnich poruch, na pt. mterstxcxélnich
. iontl, nedistot a pod. [24], které vytvéfeji jakousi atmosféru kolem dislokace,

2. protoZe dislokace mohou nést néboj (jogs) + /2 a — ¢/2, mohou vizat elektricky
nabité mii¥kové poruchy,

3. tim, Ze dislokace prochizejf celym krystalem a vidy kond na povrchu, mohou pﬁ
svém pohybu zprostredkovat podél své osy pohyb ionth & nedistot k barevnym centrim
- [24), [25].

Nakonec bychom se zastavili u sedmé skupiny poruch, které svou povahou nepat¥{
jiz ani tak do skupiny primérnich poruch — u poruch vyvolanych povrchem litky,
jejichZ theorii vypracoval Tamm [27]. Podle Tamma vede povrchové ohranienost
krystalu k naruSeni periodicity mifzky, periodicity pole mfizky a tim i k vyskytu zvlast-
nich elektronovych stavi. Podle této theorie tedy musi existovat v krystalu zirovei
s trojrozmérnym energetickym systémem elektronovych stavii i povrchovy energeticky
systém s vlastnimi zonami a lokélnimi drovnémi, pfi ¢emZ oba systémy budou spolu
navzijem spojeny vzijemnymi pfechody. Pro vznik barevnych center budou nis zajimat
hlavné dv& vlastnosti téchto povrchovych lokdlnich stavii. Naadsorbované molekuly
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(plyn, jiné létky) zmenM stupeﬂ jejich zaplnéni elektfony, éimi se zmcnSi i podet jim
odpovidajicich dér a tim se-zv&t¥{ koncentrace elekerondl uvnitf krystalu. To se pak pro- -
jevi zvétienou vodivosti a zmen3enou vystupni praci. Vedle toho mohou tyto naadsor-
bované litky zpémé& vyvolat i pfidavné povrchové lokilnf hladiny, které funguji jako

. sspasté&“ na elektrony, coZ musi vést ke zméné elektrickych vlastnosti krystalku. - ’

) 'IL

Experimentilni methedy studia latentniho obrazu ve st¥ibrnych a alkaiickich
halogenidech -

Experimentélni studium latentnfho obrazu ve stifbrnych a alkalickych halogen.idech
zahrnuje dnes prakticky vétSinu modernich experimentilnich method, pouzivanych
u iontovych krystala, resp. polovoditi. Z mch se budeme zabyvat jen hlavnimi fysi-
kilnimi methodami.

PouZivané fysikdlni methody lze zhruba rozdéht do nékolika souborﬁ
_A) Zpisob pfipravy vzorki.

" B) Fotoelektrické methody.

C) Optické methody.

D) Elektrické methody.

E) Ostatni methody. ' -
V-dal$im bychom probrali stru¢né podstatu zmin&nych method a jejich dal¥f rozdé&leni.
Tento pfehled doloZime nékterymi - pracemi, které byly na stifbrnych a alkalickych

halogenidech t€mito methodami provedeny.

A

Viech shora uvedcnfch experimentilnich method se pouZiva na vzorcich stfibrnych
a alkalickych halogenidi; dosaZené vysledky jsou zcela z4vislé na vlastnostech a stavu
t&chto vzorkuy, ¢ili na jejich biografii. Je si tfeba uvédomit, Ze pravé tato biografie stu-
dovanych vzorkli ¢asto rozhoduje o kvalité vysledki a Ze zahrnuje celou fadu faktoru.
‘Na hlavni faktory bychom cht&li-poukizat. Jsou to hlavnZ tyto: zplsob piipravy vzorkdy,
&stota vzorki, zpisob temperace vzorkd, mechanické vlastnosti vzorki, zpiisob barven{
& ozafovani vzorku.

Na vetdinu téchto faktord upozornime v daliim. Mnoho praci bylo vénovéno tomu,
Ze zvolenou methodou byl pravé studovén vliv téchto faktori, ze)ména vliv dstoty,
temperace 2 mechanickych vlastnosti vzorki. Zvlis$té na posledné ;menovany faktor,
na vliv mechanickych vlastnosti vzorkd, je tfeba zvld§t¢ upozornit, protoZe vétSina
praci, provedenj‘ch v tomto oboru do r. 1945, tyto vlastnosti zcela opomijela. A pfece
vysledky ukazujf, Ye zna¢n& -ovliviiuji )ak iontovou vodivost (price Gyulaie [29]),
tak absorpci (price Uety a Kinziga[30]), tak lummlscenu (price Brauna [31])
i ostatni vlastnosu krystal. -

. . . B .

“Tato skupina pnethod studu fotoelektncké vodxvdsh a 1ev0 s tim sonhﬂdch se v po-
slednich letech u alkalickych a stffbrnych halogemdﬁ velmi rozrosda Z nich vybrali
jsme ty nejzndme;jii:

1. méfeni fotovodivost, .

2. méfeni fotoemise, . -

3. kondensitorov4 methoda,

4. vliv ionisujictho zéfeni.
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1. Vnitini fotoefekt v solich stifbrnych halogenidi byl studovén y fadé praci, potinaje
Kirillovem [32] a Pohlem [33]. Z nové&jdich praci, zabyvajicich se studiem kinetiky
- fotovodivosti zminime se o tfech: Je to pfedn& methoda Zuze a Ryvkina [34], keeii
pomoci uvedené aparatury méFili stacionirni fotovodivost na kuproxu. Déle je to zafi-
zeni La$kareva [35], ktery jim studoval kinetiku fotovodivosti u PbS. K zobrazeni .
pouzival oscilografu, k buzeni periodicky se opakujicich sv&telnych impulst. Zafizenim
. byl Laskarev schopen registrovat déje od 10— aZ 10— sek (obr. 1). Koneéné je to methoda -
T-metru, propracovani Tolstojem a Feofilovem [36], jejiZ schema vidime na obraze
2. S upravenym zafizenim (levd vétev) se da touto aparaturou studovat i zhi$enf lumi-
niscence. Uvedend zapojeni umoZiiuji jednak detailni studium naristini a poklesu
fotovodivosti, jednak ve spojeni se zménou teploty vzorku i rozliSeni primérniho foto-
proudu od sekundérniho.

Studované litky mohou byt podle této methody rozdéleny do dvou skupin:

1. Exponenciéln{ fotoodpory,

2. hyperbolické fotoodpory.

K prvé skupiné patrl ty létky, u nich relaxace fotovodivosti probihé pod]e exponenciely

Ao~Ee * (Kestnf), : )

Ao~E(—e  °) (nardstani), @

kde E je osvétleni ¢ doba osvétleni a 7 relaxaéni doba. Pfitom stacionirni fotovodxvost
A o, je umérné osvétleni E, zatim co 7 nezivisi na E.
Ve druhé skuping jsou ty latky, u nichZ pokles fotovodivosti probfhi podle hyperbo-
lického zikona ‘
VE

AGN__—(I-{—az)“ - ..(3)
|
1
N
O
0
o0— v M
o1 f‘*"l'
Y R r‘ c
=
EV
Obr. 1.

r — vzorek, R — odpor, V — baterie, O — oscilograf, EV — elektronkovy voltmetr, ¥ — zeulovat, .
M— motor, C — svétlo.
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a naristéni fotovodivosti obycejn¥ exponencidlng

Ao~JE (1—e °). | @
Plitom Aoy~ JE a %v (4) zévisi na E vztahem %~VE.

Obr. 2.

L,, L, — svételné zdroje, C,, Cy — clony, M — motor, D — rotu)id disk, V — vzorek, St — stro-
boskop, F — fotomisobxé, ZN — zdroj napét, KO — oscilograf. .

Vchéma a je rovné% umérna VE. Podle toho tedy stacionirnf a relaxaéni zékony foto-
odporil prvé skupiny mohou byt vyjadfeny funkci

. Ao =Egp () (5)
a stacionérni a relaxacni zékony fotoodpori druhé skupiny — funkci K
40 =VEf(VE). ©)

Relaxaéni zdkony fosforescence spo&ivajf podobné potom v tom, Ze¢ zhéSen{ luminiscence
se Hdi zﬁkonem

E ’ .
kde I je okamZitd intensita zifenf a b zévisi na oavétleni: b ~ VE Hodnoty «afv(3)
a (7) v jednoduchych pHpadech nezévis{ na osvétlenf:* _

o ap !

” ' . a8 =% B°E ®
Zévxslosu (7) a (3) ziskali Tolstoj a Feofilov pro rozmezi &asu 0—10"’ sek, pfi &emZ
v intervalu 0—10—* sek byly pozorovény odchylky. Pfi srovnivini relaxace fotovodi-
vosti a fosforescence je tfeba si uvédomit, e velitina A o je umérn4 podtu. vzbuzenych
elektront 7, a velidina I je umérné rychlosti ubytku vzbuzengch elektront da/dz. Proto
je tfeba srovnévat vzijemnd velitiny 4 o (¢) a L (¢), kde :
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L(t)-—fl(t)dzz-—f d"(’) dr = n(z) ©)

a znadf okamZitou hodnotu celkové mtens1ty luminiscenéniho zéfeni. Pii integraci (7)
a za pfedpokladu, Ze o > 1, dostaneme

F Ede E 1 |
L(‘)“'f TreF ~ 5-G=0 (AFops (10)

: 1 4

nebo, vzhledem k (8)
LO~ an

Vyraz ( l) je strukturné shodny s (3), t. zn., Ze zdkonitost zhiSeni luminiscence souhlasi

se zékonitosti klesini fotovodivosti. Vraz (4) pouZitim vetahu 40, ~ VE‘ Ize napsat
ve tvaru - '
13

do=A40,(1—e “). - (12)
Ingannnov.’m{m a jednoduchou dpravou dostaneme vztah
dc 1
8 (1= oy )‘_r(r) ‘ - @
. . Ao .y Ao
Grafem zivislosti Ig (1 — Zo, na ¢ je pfimka, kterd v bod¢ Ig (l ~ e =0 pro-

tne vodorovnou osu. Tangenta uhlu sklonu této ptimky se rovnd — 0, 434 r—l odkud
se i stanovi hodnota 7.
Pro krystalickou vrstvu AgBr dostal Mejklar [43] tfi hodnoty: 3 - 10— sek, 7,4 - 10—*
sek a 1,8 * 10—2 sek. Pokles fotovodivosti Ize vyjadfit pouzitim (3) a 4 g, ~ VE vztahem

Ado=40,(1 +at)—™
Logaritmovinim dostaneme

lg—g— =—alg(l +a). . (14
Derivovénim (14) dostaneme N
Dalsi vpravou ziskime
Q= dAAaa == d(lgd:ia) =%‘+ ocla ’ (16}
de :
Zobrazime-li zévislost Q = —a%]—a—— nat gr%f icky, dostaneme pfimku, jejiZ tangenta.
, .de
se rovnd — . Pro krystalickou vrstvu AgCl ziskal Mejklar [37] hodnoty o= 048
a ;z = 2,31 103, (Pokracovénf)
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